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ガス法による 4H-SiC 単結晶成長において、3 mm/h 以上の高い結晶成長速度が得られることを

以前に報告した[1]。今回、ガス法により得た 4H-SiC 成長結晶に対し、表面研削と転位密度評価

とを繰り返すことで、転位密度の厚さ方向の変化を調査した。 

直径 2インチの 4°オフ C 面 4H-SiC種結晶上に対し、~3 mm/h の成長速度、厚さ~4 mmの n型

成長結晶を形成した。転位密度評価では、放射光 X 線トポグラフィ（SPring-8）により、c成分を

含む貫通転位を TSD、a成分のみの貫通転位を TED、ショックレー型基底面転位を BPDとして分

類し、結晶の中心部（測定面積：~45 mm2）における各転位密度を算出した。図 1に、転位密度の

厚さ方向の変化を示す。結晶厚さの増加に伴って転位密度は低減し、結晶厚さが 0（種結晶表面）

から 3.6 mmの範囲において、TSD密度が 6.7×102から 2.9×102 cm-2、TED 密度が 1.3×104から

1.0×103 cm-2、BPD 密度が 5.0×102から 2.3×101 cm-2（種結晶の TSD、TED、BPD密度と比較し

て、それぞれ 1/2、1/10、1/20以下）までに低減していることが確認された。 

また、ガス法により~2 mm/h の成長速度、厚さ~0.5 mmで p型成長結晶を形成した場合におい

ても、成長結晶の TSD 密度（5.9×102 cm-2）が、種結晶の TSD 密度（1.6×103 cm-2）の 1/2以下

に低減していることを確認した。 

以上より、2-3 mm/hの高い成長速度において、

転位密度が大幅に低減する高品質な結晶成長が

可能であることが示された。 
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Fig. 1. Dislocation densities measured at center 

part of n-type grown crystal. 
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